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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国集成电路标准化技术委员会（SAC/TC 599）归口。

本文件起草单位：中国电子科技集团公司第二十四研究所、重庆西南集成电路设计有限责任公司、

中国电子科技集团公司第十四研究所、中国电子科技集团公司第三十八研究所、成都振芯科技股份有

限公司、深圳市晶峰晶体科技有限公司。

本文件主要起草人：苏良勇、王露、唐景磊、阳润、戚园、刘丹、许娟、苏巧、陈翔、刘晓政、范超、高青。

Ⅲ



GB/T 44924—2024

半导体集成电路

射频发射器/接收器测试方法

1　范围

本文件规定了半导体集成电路射频发射器和接收器（以下简称器件）的电特性测试方法的基本原

理和测试程序。

本文件适用于具有接收功能、发射功能、收发一体功能的一次变频射频发射器/接收器，其他类型

的发射器和接收器可参考使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 4937.1—2006　半导体器件　机械和气候试验方法　第 1 部分：总则

GB/T 9178　集成电路术语

3　术语和定义

GB/T 9178 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
动态功耗　dynamic power consumption
器件输入端有激励信号且输出端有负载工作时，所消耗的总功率。

3.2
功率增益　gain
器件工作在规定的输入/输出功率条件下，输出功率与输入功率的比值。

3.3
功率增益平坦度　gain flatness
器件在规定的频率范围内和规定的输入/输出功率条件下，最大功率增益与最小功率增益的差值。

3.4
线性功率增益　linear gain
器件工作在输出功率变化量和输入功率变化量相同的区域，输出功率与输入功率的比值。

3.5
线性功率增益平坦度　linear gain flatness
器件在规定的频率范围内，在输出功率变化量和输入功率变化量相同的区域，最大线性功率增益

与最小线性功率增益的差值。

3.6
输出功率　output power
器件在规定的输入功率条件下，测得的输出功率。
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